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概要

 背景
 電流・電圧特性のコンパクト・モデル
 キャリヤ輸送特性の解析

 まとめ



背景

ナノスケールＭＯＳの極限構造として Nanowire
MOSFET が注目を集めている

簡易なコンパクト・モデルが求められている

昨年、準バリステイックなコンパクトモデルを提出

研究の目的

準バリステイックなコンパクト・モデルを用いて、

デバイスの輸送特性とのそのメカニズムを議論する



準バリステイック MOSFETへの考え方
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Ballisticity と チャネル長
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 チャネル長L を短くするとBallisticity がゆっくり改善

 L=5 nm にしても、まだ 70% 
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効果を表す



キャリヤ輸送の従来理論

いわゆる(“kT- Layer” Theory)

0

kT

kT

LR
L




キャリヤの後方散乱
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今回のモデルの“Backscattering”機構
(光学フォノン放出によるエネルギー緩和を取込む)

キャリヤの後方散乱
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弾性散乱確率 vs Ballisticity
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弾性散乱確率B0の増加と共に、Ballisticityが低下



エネルギー緩和確率 vs Ballisticity
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エネルギー緩和確率D0の増加と共に、Ballisticityが増大



まとめ

準バリステイックなNanowire MOSコンパクト理論を用いて解析。

従来の「kT-layer」理論では、 「kT-layerを超える領域」からの

キャリヤのフィードバックはゼロとされていた。

 しかし、「kT-layerを超える領域」と言える 「エネルギー緩和域」

からのフィードバックが存在し、極微細極限で主要な役割を果た

す。このため、 L～0に微細化してもバリステイックにならない。

散乱の効果を表すBallisticityは、「弾性散乱確率」と「エネル

ギー緩和確率」とのトレードオフで決まる。「 （後方）弾性散乱」が

強ければBallisticityが低下し、逆に「エネルギー緩和」が強くな

るとBallisticityが増大する。


